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Cienkie warstwy dichalkogenkéw metali przejsciowych. Wplyw podloza na strukture, morfologie
i wlasnosci magneto-transportowe MoTe..

Tellurek molibdenu (MoTe,) jest materialem warstwowym i podobnie jak grafen moze by¢ tatwo
eksfoliowany do cienkich, pojedynczych warstw. Wystepuje w kilku fazach krystalograficznych a kazda

z nich posiada inne witasnosci optyczne i elektryczne: od poétprzewodnikowych do metalicznych. Cho¢
wielofazowos¢ moze by¢ problematyczna w kontek$cie selekcyjnego wzrostu, bogactwo wilasciwosci
magnetycznych i optoelektronicznych sprawia, ze material ten ma perspektywy by¢ szeroko stosowanym

w elektronice, optoelektronice, spintronice czy w urzadzeniach sensorycznych. Do wzrostu wysokiej jakosci
warstw MoTe, bylo wykorzystywanych wiele metod chemicznych i fizycznych, jednak dalej proces
nukleacji MoTe, nie jest w pelni poznany a proces wzrostu konkretnych faz nie jest dobrze opanowany.
Okazuje si¢, ze pomimo warstwowej budowy, wzrost MoTe, jest silnie skorelowany z podlozem uzytym do
wzrostu a niektore podloza wydaja si¢ by¢ lepsze od drugich. Taki proces nie zostat jeszcze zbadany

w konteksécie wzrostu z uzyciem epitaksji z wigzek molekularnych - metody pozwalajacej na precyzyjne
osadzanie wielkoskalowych, cienkich warstw i budowania z nich zaawansowanych heterostruktur. Wstepne
wyniki pokazuja, ze wzrost potprzewodnikowej fazy jest promowany przez podiloze arsenkowo-galowe
(GaAs). Chociaz otrzymane warstwy byty wysokiej jakosci, co pokazaly zdjecia probek wykonane w skali
nanometrowej za pomocg transmisyjnego mikroskopu elektronowego, przewodnictwo w tych probkach bylo
"hoppingowe". Typowo, ten typ przewodnictwa, ktéry mozna sobie wyobrazi¢ jako skoki elektronow miedzy
dostgpnymi stanami, jest zazwyczaj obserwowany w materiatach z duzym nieporzadkiem. Istnieje kilka
podstawowych modeli thumaczacych mechanizm transportu skokowego ale Zzaden z nich nie moze by¢
zastosowany dla naszej probki. Wyniki naszych badan pokazaly anomalng zalezno$¢ opornosci od
temperatury, ktéra moze by¢ modelowo opisana z uzyciem wartosci parametrow, ktére znaczaco odbiegaja
od warto$ci znanych dobrze w literaturze. Podobne zalezno$ci byly juz obserwowane w latach
dziewigcdziesiatych w cienkich, granularnych warstwach metalicznych, ale po dzien dzisiejszy nie udato si¢
wyjasni¢ jednoznacznie przyczyny tego zjawiska. Wiedzac, ze podtoze wpltywa na wzrost warstw MoTe,,
wplyw podtoza na strukture, morfologi¢ i wlasnos$ci magneto-transportowe MoTe, wydajg si¢ by¢ kluczowe
do zbadania. Jest to w szczegdlnosci wazne dla bardzo cienkich probek, gdzie oddziatywania pomig¢dzy
podlozem a wyhodowang warstwg moga by¢ duzo wigksze. Aby zbada¢ wplyw podloza na rodzaj
promowanej fazy w trakcie wzrostu, zostang wyhodowane warstwy MoTe, na podlozach o roéznych
wlasno$ciach strukturalnych: GaAs, InAs czy GaN. Aby zrozumie¢ pochodzenie transportu skokowego

w warstwach MoTe,, zostanie przygotowana seria probek o roznej grubosci. Zwiekszajac kolejno liczbe
badanych warstw, oddzialywania pomiedzy podlozem a warstwa powinny stabna¢. Jezeli rodzaj transportu
rowniez bedzie zmienial si¢ wraz z grubo$cig badanej warstwy do typowego dla potprzewodnikow
transportu pasmowego (poprzez elektrony wzbudzone z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa),
zatozona hipoteza wptywu podloza na wzrost MoTe, bylaby stuszna. Do badan referencyjnych postuzy
adekwatna seria probek MoTe, ktorego warstwy beda pochodzity z naturalnego krysztalu objetosciowego

1 ktore beda oddzielone od podtoza nie oddzialujaca warstwa izolujaca.



